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論    文    の    要    旨 
 半導体不揮発性メモリにおける、主にゲート絶縁膜に関わる信頼性の劣化機構の解明を主眼とした研
究をおこなった。 
 不揮発性メモリには、浮遊ゲート電極型と MNOS 型とがあり、本研究では、両者のゲート絶縁膜の信頼
性劣化機構を、電気的特性評価の結果を中心に議論している。 
第 2 章では、前者の浮遊ゲート電極型のゲート酸化膜の絶縁特性劣化機構を議論している。 
浮遊ゲート電極型では、トンネル酸化膜を介して、シリコン基板と浮遊ゲート電極間でトンネル機構を使
って、電極を出し入れし、制御電極によるしきい値電圧の変化をメモリとしている。トンネル酸化膜には、シ









































 本論文で得られた電気的特性評価方法およびその知見は MONOS 型不揮発性メモリや絶縁膜の劣化
におけるトラッピングに大きな情報を提供する。 
 










 平成 25 年 2 月 19 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員の出席のも
と、本論文について著者に説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、本論文で発見・
開発した知見・技術が将来の科学技術に与えるインパクトに関する議論を丁寧に行う改定をすることを条
件に合格、という条件つき合格の判断が審査委員全員によってなされた。その後、平成 25 年 10 月 6 日
に、石田猛氏により本博士論文での発見・開発した知見・技術の将来展開を詳細に盛り込んだ博士論文
が提出され、審査員全員によって博士論文の適切な改定であることを確認した。上記確認を行った上で、 




           
